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Оптическая система контроля роста пленок Si3N4 на кварцевых подложках, 

нанесенных методом реактивного магнетронного распыления  
кремниевой мишени 

 
М. А. Кононов, С. Ф. Растопов 

 
Тонкие пленки нитрида кремния широко применяются как в микроэлектронике, так и 
в оптических и оптоэлектронных приборах. Для получения пленок Si3N4 используют-
ся такие методы как химическое осаждение из газовой фазы и магнетронное напыле-
ние. В работе представлены результаты исследований по контролю над ростом и 
оптическими свойствами пленок Si3N4 устройством, работа которого основана на 
возбуждении поверхностного плазмонного резонанса и позволяет активно влиять на 
процесс роста нитридной пленки. 
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Silicon nitride thin films are widely used both in microelectronics and optical and optoelec-
tronic devices. To obtain Si3N4 films, such methods are used as chemical precipitation from the 
gas phase and magnetron spraying. The paper presents the results of research on control over 
the growth and optical properties of the Si3N4 films by the device, the operation of which is 
based on the excitation of the surface plasmon resonance and is revealed to actively influence 
the growth process of the nitride film. 
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